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【緒言】 近年 HfO2基薄膜における強誘電性が報告され，CMOSロジックとの互換性を持つ強誘電

体デバイス作製に有望な材料として注目を集めている。強誘電性の起源は斜方晶相とされており，

既往の報告における一般的な実験手法は，低温で成膜したアモルファス膜をポストアニール処理す

ることによって斜方晶相を含む多結晶薄膜を得るものであった。これに対し，我々はイットリウム

を固溶させた YO1.5-HfO2薄膜において高温での直接成長により YSZ 基板上に斜方晶相のエピタキ

シャル薄膜を作製することに成功し，その強誘電性を確認した[1]。本研究では，上記結果を踏まえ，

より実用性の高い基板上への強誘電体 HfO2基薄膜の作製を行ったので報告する。 

【実験】 パルスレーザー堆積法を用いて，YO1.5-HfO2薄膜を(001)YSZ//(001)Si基板上に作製した。

成膜時の基板温度，酸素分圧はそれぞれ 700 °C，10 mTorrとした。X線回折測定により結晶構造解

析を行った。 

【結果・考察】 作製した 7% YO1.5-HfO2薄膜の X線回折 θ-2θ測定の結果を Figure 1(a)に示す。薄

膜由来のピークが YSZ {00h}近傍にのみ観測されており，また YSZ よりも低角側に強度を持つこ

とから斜方晶相の(010)配向が示唆された。斜方晶相の存在を確かめるため，非対称面の X 線逆格

子マッピング(RSM)測定を行った結果を Figure 1(b)に示す。120や 110といった斜方晶相由来の超格

子反射のスポットを確認することができた。また，これらのスポットは斜方晶相の(010)配向を同様

に支持するものであった。Figure 1(c)に 110超格子反射の極点測定の結果を示す。4回対称のスポッ

トから，斜方晶相が面内配向していることがわかった。以上の結果より，(010)配向を主とする斜方

晶エピタキシャル YO1.5-HfO2薄膜を YSZ/Si基板上に作製することに成功した。 
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Figure 1. XRD measurement results of 7% YO1.5-HfO2 thin film grown on (001)YSZ//(001)Si substrate. 

(a) θ-2θ profile, (b) RSM around 110, and (c) Pole figure plot of 110. 
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